DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES II - DS I

2. Dlagrama de Bandas de Energia
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IAGRAMA DE BANDAS DE ENERGIA

Diagrama de bandas do Si



Parametros do diagrama de bandas do Si

X — afinidade eletronica (S1) =4,15V

Eg - largura da faixa proibida (Si) = 1,1 eV
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Parametros do diagrama de bandas do Si, cont.
Si (n) Si (p)
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Parametros do diagrama de bandas do Si - poli

Si poli n*
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Parametros do diagrama de bandas do Metal

Pu=4,1V
T 0




Diagrama de bandas
Metal - Oxido - Semicondutor
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IAGRAMA DE BANDAS DE ENERGIA

Exerciclos
1. Determine o valor de @us= @yeta - Psilicic € desenhe os
diagramas de energia, para 0s seguintes casos:

a) M=Al ; Si = dopado com boro, 1E+15 at./cm?;

O,=4,1V @; =499V (@-=0,29) Oys= -0,89 V
b) M=Al : Si = dopado com fésforo. 1E+15 at./cm?:
O,=41V @; =441V (@ =-0,29) Pus= -0,31V
a) M=Si poli n* ; Si = dopado com boro, 1E+16 at./cm?;
O,=4,15V @;;=5,05V (¢-=0,35) Ous= -0,9 V
a) M=Si poli p* ; Si = dopado com fosforo, 1E+16 at./cm?3.
O,=925V @;=4,35V (¢p-=-0,35) Oys= 0,9V

Dados: k=1,38 E-23 J/K, T=25°C,
a=1 6 E-19 ni=1 45 E+10 at /om3 |



